
JP 5118748 B2 2013.1.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　 磁気機械電子物品監視（ＥＡＳ）システムで使用するためのマーカーの製造方法で
あって、前記マーカーは、
　　 組成物ＦｅａＮｉｂＭｃであって、式中、ａ＋ｂ＋ｃ＝１００であり、ａは４０～
７０質量パーセントであり、ｂは１０～５０質量パーセントであり、ｃは１０～５０質量
パーセントであり、Ｍは残余の残存要素である、組成物を有するアモルファス磁歪合金の
平面ストリップによって形成される、磁気機械活性要素と、
　　 前記磁気機械活性要素と近接して位置するバイアス要素と、
　　 前記磁気機械活性要素および前記バイアス要素を収容するように構成された筺体と
、を備え、
　　 前記磁気機械活性要素は、前記要素の長手方向に対して実質的に横方向の磁場の存
在下で、３００℃未満の温度で、少なくとも１時間を超える時間、バッチアニーリングが
実施される、マーカーの製造方法。
【請求項２】
　　 Ｍは、Ｃｏ、Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、Ｐ、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｃｒ、およびＭ
ｎからなる群から選択される１つ以上である、請求項１に記載のマーカーの製造方法。
【請求項３】
　　 Ｍは、Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、およびＰからなる群から選択される１つ以上を含む、請求項
１に記載のマーカーの製造方法。
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【請求項４】
　　 ｃは、１５～３０質量パーセントである、請求項３に記載のマーカーの製造方法。
【請求項５】
　　 Ｍは、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｍｎ、およびミッシュメタルからな
る群から選択される１つ以上を含む、請求項１に記載のマーカーの製造方法。
【請求項６】
　　 Ｍは、前記活性要素のガラス的性質に影響を与える、Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、およびＰから
なる群から選択される１つ以上の第１の要素と、前記活性要素の磁気的性質に影響を与え
る、Ｓｎ、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｍｎ、およびミッシュメタルからなる群から
選択される１つ以上の第２の要素と、を含む、請求項１に記載のマーカーの製造方法。
【請求項７】
　　 前記第１の要素は、１５～３０質量パーセントの前記活性要素を含み、前記第２の
要素は、０～１０質量パーセントの前記活性要素を含む、請求項６に記載のマーカーの製
造方法。
【請求項８】
　　 Ｎｉの量、ｂは、２５質量パーセント未満である、請求項１に記載のマーカーの製
造方法。
【請求項９】
　　 前記バッチアニーリングは、２５０℃の温度で１時間実施される、請求項１に記載
のマーカーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、その開示全体が参照することによって本明細書に組み込まれる、２００６年６
月６日に出願された、名称「Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ａｌｌｏｙ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ
　ｆｏｒ　ａ　Ｍａｇｎｅｔｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｎａｔｏｒ　ａｎｄ　Ｅ
ＡＳ　Ｍａｒｋｅｒ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ　Ｓａｍｅ」の米国仮特許出願第６０／８１
１，２８０号に関し、その優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本発明の分野は、電子物品監視であり、特に電子物品監視システムで使用するためのマ
ーカーの製造方法である。
【背景技術】
【０００３】
　小売店によって盗難防止用途に使用される、電子物品監視（ＥＡＳ）として既知の多く
の異なる感知技術が存在する。これらの技術の中には、Ｓｅｎｓｏｒｍａｔｉｃ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって製造されるもの等の音響磁気（ＡＭ
）系マーカー（タグおよびラベル）があり、これらは、高感度、小型、無効化可能／再有
効化可能、低費用、無効化の容易さ等の多くの独特の利点から、非常に望ましい。
【０００４】
　典型的なＡＭラベルの寸法は、長さが約４５ｍｍ、幅が１０ｍｍであり、約１．３ｍｍ
の全体厚さを有する。そのようなラベルの一実施例が、図１に図示される。図１（ａ）に
示されるように、ラベル１００は、１つ以上の活性要素１０４を収容するように形成され
る、小さなくぼみ１０２を含んでもよい。活性要素１０４は、磁気機械金属ストリップで
あり、くぼみ１０２は、活性要素の適切な機械的共鳴を可能にするように形成される。活
性要素１０４は、くぼみ１０２の中に置かれ、続いてトップカバー１０６で封止される。
半硬質磁気バイアスのストリップ１０８は、くぼみ１０２および活性要素１０４の外側近
位に置かれる。最後に、マーカー１００は、剥離ライナー１１０を有する接着剤層を追加
することによって完成する。
【０００５】
　図１（ｂ）は、ＡＭマーカー１００等のマーカーを採用する、典型的なＥＡＳシステム
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を図示する。図１（ｂ）に示されるように、送信台座１１４は、それと受信台座１１８と
の間に、電磁場１１６を生成する。電磁場は、典型的に、電磁エネルギーの規則的なバー
ストを生じる、一連のパルスで生成される。磁場の範囲は、台座間の「問い合わせゾーン
」（１２０）を画定する。ＡＭマーカー１００の活性要素１０４は、この問い合わせゾー
ンを通過する際、電磁場１１６からのエネルギーを吸収し、共鳴して、送信機からの電磁
エネルギーに対する電磁応答信号１２２を生成する。これを達成するために、活性要素１
０４は、高透磁率(μ)の磁性体のストリップから構成される。さらに、またこれは、高品
質係数（Ｑ）機械共鳴装置でもある。Ｑは、共鳴中のストリップの面摩擦に応じて、３０
００まで高くすることができる。受信台座１１８は、問い合わせゾーン内のマーカーの存
在を検出するために、送信機１１４からのバースト間のこの応答信号を聞く。マーカーが
検出される際、システムは、警告するために、次いでアラームを誘発してもよい。
【０００６】
　マーカーで使用される活性要素は、所望の性質を有する要素を達成するために、多数の
要因を断定することによって、生成されてもよい。例えば、これは、要素が形成される組
成物を注意深く選択し、組成物がアニールされる、ないしは別の方法で機械的に、化学的
に、および電磁的に処理される方法によって、達成することができる。ＥＡＳマーカーの
活性要素を最適化するための数多くの技術が既知である。これらのいくつかは、例えば、
参照によって本明細書に組み込まれる、米国特許第４，５１０，４８９号、同第５，２５
２，１４４号、同第５，４６９，１４０号、同第５，４６９，４８９号、同第５，６２８
，８４０号、同第６，０１８，２９６号、および同第６，３５９，５６３号に開示される
。
【０００７】
　米国特許第６，０１８，２９６号および同第６，３５９，５６３号は、例えば、物質が
どれだけガラス質であるか、成形性、およびアニール中の物質へかかる機械的張力による
磁気的性質の変化に対する感受性を制御するために、コバルトをほとんどまたはまったく
有さず、規定量の追加要素Ｍ（Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、Ｐ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｃｒ、およびＭｎ
等）を有する、ＦｅＮｉ系合金を開示する。これらの特許は、物質の磁気特性を設定する
ために、リールツーリール式アニーリングプロセスで、より高温（＞３００℃）での物質
の急速（およそ１分間以下）加熱を使用することに焦点を当てる。また、該特許第６，０
１８，２９６号においては、好ましいリールツーリール式アニーリングプロセスと比較す
るために、より高温での加熱時間が１５分間のバッチアニーリングも使用された。
【０００８】
　また、該特許第６，０１８，２９６号は、横方向（活性要素リボンの長さ方向に対して
）磁場の存在下でこの物質をアニーリングすることが、約６．５Ｏｅの所望のＤＣバイア
ス磁場動作点で物質の周波数応答特性の十分に低い傾度を達成することができないため、
望ましくないことも提示する。反対に、該特許第６，３５９，５６３号では、たとえ横磁
場を使用しても、周波数応答特性の十分に低い傾度を達成することができる一方、これら
のより高温かつより短いアニール時間でのリールツーリール式アニーリングの使用を必要
とする。
【０００９】
　原料（Ｎｉ等）の費用、および／または最終形態にするために物質を処理することの様
々な局面（より高温でのリールツーリール式急速アニーリング等）の高費用等の外部的な
要因は、長期にわたり変化する可能性があり、ＥＡＳマーカーのための活性要素を生成す
る費用が高くなりすぎる可能性があるという問題をもたらす。したがって、そのようなよ
り高い費用の問題に直面する中で、ＥＡＳマーカーのための活性要素の同一またはより優
れた性能を得る新しい方法の開発における解決策が必要である。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の実施形態は、より高い費用の問題を解決する一方、既存の物質と同一またはそ
れより優れた性能を達成する、ＥＡＳマーカーのための活性要素のための新規の組成物お
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よび／またはその処理を含み得る。これは、組成物ＦｅａＮｉｂＭｃであって、式中、ａ
＋ｂ＋ｃ＝１００であり、ａは、４０～７０質量パーセント（以降「重量パーセント」と
もいう。）であり、ｂは、１０～５０質量パーセントであり、ｃは、１０～５０質量パー
セントであり、Ｍは、残余の残存要素である、組成物を有するアモルファス磁歪合金の平
面ストリップによって形成される磁気機械活性要素であって、約３００℃未満の温度で、
少なくとも約１時間を超える時間、要素のリボンの長さ方向に対して実質的に横方向であ
る磁場の存在下で、バッチアニーリングが実施される、磁気機械活性要素を有する、磁気
機械電子物品監視（ＥＡＳ）システムで使用するためのマーカーを含み得る。
【００１１】
　一実施形態においては、残存要素の残余Ｍは、Ｃｏ、Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、Ｐ、Ｓｎ、Ｃｕ、
Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｍｎ、およびミッシュメタル（Ｍｉｓｍｅｔａｌ）からなる群
から選択される１つ以上を含んでもよい。特に、物質は、物質のガラス的性質に影響を与
えるために、約１５～３０％の、Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、およびＰからなる群から選択される１つ
以上を含むことができる。物質の磁気的性質に影響を与えるために、０～約１０％の、Ｓ
ｎ、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｍｎ、およびミッシュメタルからなる群から選択さ
れる１つ以上を含んでもよい。また、Ｎｉの量、ｂは、特に約２５質量パーセント未満で
あってもよい。バッチアニーリングは、特に、約２５０℃の温度で約１時間実施される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１（ａ）】音響磁気マーカーの構造物の図である。
【図１（ｂ）】ＥＡＳシステムの図である。
【図２】外部印加ＤＣ磁場におけるＥＡＳマーカーの典型的な共鳴周波数の依存性の図で
ある。
【図３】外部ＤＣバイアス磁場を変化させた３つの時間スロット、Ａ０、Ａ１、およびＡ

２で測定した磁気機械共鳴振幅の図である。
【図４】活性要素内の誘導磁場異方性に対するニッケルパーセント濃度の影響の図である
。
【図５】飽和磁化に対するニッケルパーセント濃度の影響の図である。
【図６】磁歪の強度に対するニッケル濃度の影響の図である。
【図７】ＥＡＳマーカーのための既存の活性要素と本発明活性要素の周波数－ＤＣバイア
ス依存性の比較図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の様々な実施形態をより理解するために、類似番号が類似部分を指す、次の図面
と関連付けて読まれるべきである、以下の発明を実施するための形態が参照されるべきで
ある。
【００１４】
　簡易化および説明の容易化のため、本発明は、その様々な実施形態と関連して本明細書
に記載される。しかしながら、当業者は、本発明の特長および利点が、様々な構成に導入
されてもよいことを理解するであろう。したがって、本明細書に記載される実施形態は、
限定としてではなく、例示として提示されることが理解されるであろう。
【００１５】
　図２は、活性要素の典型的な共鳴周波数特性を図示する。図２に見ることができるよう
に、要素の共鳴周波数は、ＤＣ磁場（半硬質バイアス磁石との相互作用によって生成され
る）によって変化する。ＤＣバイアス磁場が上昇するにつれて、共鳴周波数は、Ｈ最小値
（Ｈｍｉｎ）（Ｏｅ）のバイアス磁場でＦ最小値（Ｆｍｉｎ）に到達するまで減少する。
次いで周波数は、Ｈｍｉｎを過ぎて急上昇する。周波数－バイアス磁場相互依存性は、方
程式１：
【式１】
【００１６】
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で表すことができ、式中、Ｅ、Ｌ、ρは、アモルファスストリップのヤング率、長さ、お
よび密度であり、Ｈ、λ、Ｍｓ、およびＨｋは、それぞれ、印加されるＤＣ磁場、磁歪、
飽和磁化、および横方向（リボン長さ方向に対して）異方性磁場である。
【００１７】
　応答信号１２２の振幅特性は、マーカー１００が電磁場１１６にさらされた後、３つの
時間増分（Ａ０、Ａ１、Ａ２）、例えば、図３に示されるように、バーストの０、１、お
よび２ミリ秒後に測定することによって、実証することができる。一般に、振幅は、Ｈ最
大値（Ｈｍａｘ）で最大値に到達するまでＤＣ磁場とともに増加し、次いでバイアス磁場
とともに緩やかに減少し始め、最終的に、活性ストリップが磁気的に飽和するにつれて小
さくなる。図３に示されるように、Ａ０、Ａ１、およびＡ２のピークは、左（より低いＤ
Ｃ磁場で）に向かってシフトし、より低い磁場でより高いＱを示す。一般に、Ａ１振幅は
、受信台座１１８が感知するものを示す。Ａ１および生じる際のバイアス磁場の最大値を
、それぞれ、Ａ１最大値（Ａ１ｍａｘ）およびＨ最大値（Ｈｍａｘ）とする。
【００１８】
　ＥＡＳマーカーに使用可能な活性要素を得るためには、いくつかのパラメータを、典型
的にＨｍｉｎ未満である所望のＤＣバイアス磁場で、所望の共鳴周波数（ＡＭマーカーで
は５８ｋＨｚ等）を有するマーカーの活性要素／バイアスの動作点を得るように、最適化
しなければならない。この動作点でのＨｚ／Ｏｅにおける周波数傾度は、好ましくは、周
波数特性曲線の最大傾度より小さくあるべきである。動作点でのＡ１振幅は、好ましくは
、振幅特性曲線の最小振幅より大きくあるべきである。
【００１９】
　無効化することができるＡＭマーカーが正常に機能するように、好ましくは、半硬質磁
気バイアスストリップが使用される。このストリップは、所望の強度のＤＣ磁場を活性ス
トリップに提供するために、長手方向に沿って磁化される。マーカーを無効化するには、
適切な周波数シフトを達成するために、バイアス磁場を変更しなければならない。これは
、パターン形成された磁石に接触させることによるＡＣ消磁化または磁化を含む、様々な
方法によって達成することができる。動作点のＤＣバイアス磁場での共鳴周波数と無効化
後のＤＣバイアス磁場での共鳴周波数の差（無効化周波数シフト、「ＤＦＳ」）は、好ま
しくは、受信台座１１８による不測の検出を避けるために望ましい、選択される最小値よ
り大きくあるべきである。
【００２０】
　上述の方程式１から見ることができるように、周波数／バイアス磁場の関係は、ヤング
率および密度が、様々な組成物間で比較的一定のままであるとしても、少なくとも３つの
パラメータによって決定され得る。共鳴装置の周波数プロファイルは、数量Ｃ＝λ２／（
ＭｓＨｋ

３）が比較的一定である限りにおいて、同様の挙動を示すはずである。異方性（
Ｈｋ）は、３乗であることから、最も強い影響を有する。また、Ｃは、λおよびＭｓにも
影響される。Ｃの値により、異方性磁場は、形状異方性に加えて磁場誘導異方性による効
果を含んでもよい。
【００２１】
　異なる温度でのＮｉ％によるＫｕの変化が図４に示される。Ｈｋは、Ｈｋ＝２Ｋｕ／Ｍ

ｓで与えられる、Ｍｓの影響を含む、Ｋｕの尺度である。Ｋｕは、およそ２４％のニッケ
ル濃度で最大となる。また、さらに、Ｋｕは、アニール温度の上昇とともに減少する。効
果的な短時間（およそ１分間以下）アニーリングプロセスでは、アニール温度は、３００
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℃を超える温度に設定され、通常、約３６０℃である。これらの条件下では、３０％のＮ
ｉで到達することができる最大Ｋｕは、概略で約４１０Ｊ／ｍ３である。
【００２２】
　しかしながら、図４に示されるように、Ｆｅ－Ｎｉ活性要素の磁場誘導Ｈｋは、アニー
ル条件、具体的にはアニーリングプロセスの時間および温度に加えて、Ｎｉ濃度に強く依
存する。一定のアニール時間では、最初に、Ｈｋは、アニール温度が物質のキュリー温度
を下回るまで減少するのに伴って増大し、最大値に到達し、次いでアニール温度がさらに
減少するのに伴って減少する。２つの競合因子、アニール温度（Ｔａ）での飽和磁化Ｍｓ

（Ｔａ）、およびアモルファス合金内の原子の可動性は、Ｈｋが最大となるアニール温度
の最適条件を作り出す。より低いアニール温度では、飽和磁化がより高く、したがってよ
り高いＨｋに到達する可能性をもたらす。しかしながら、より低い温度では、顕微鏡スケ
ールの短距離でアモルファス物質を効果的に再配列するために、より長いアニール時間が
必要となる。したがって、より低いＮｉ濃度を有するＦｅ－Ｎｉ組成物では、アニール温
度を低くし、アニール時間を増加することによって、依然として所望のＨｋを得られる。
つまり、より高い磁場誘導異方性が望ましい場合、比較的低いアニール温度、および長い
アニール時間のアニーリングを用いることができる。
【００２３】
　飽和磁化は、別の重要なパラメータである。これは、磁気信号強度に直接関係する。ま
た、これは、方程式１に示されるように、共鳴周波数とＤＣ磁気バイアスの関係の形成に
関与する。図５は、室温飽和磁化がニッケル濃度パーセンテージによってどのように変化
するかの関係を示す。これは、処理／アニール条件とは無関係であり、ニッケルパーセン
ト濃度とともに単調に減少する。この状況下での異方性磁場（Ｈｋ）は、次の関係によっ
て決定されてもよい。
【式２】
【００２４】

【００２５】
　また、アモルファス合金の磁歪定数（λｓ）は、図６に示されるように、Ｎｉパーセン
ト濃度に依存する。磁歪定数は、０％のＮｉで約３２ｐｐｍから６０％のＮｉ濃度で約５
ｐｐｍに、Ｎｉ％の増加に伴って線形的に減少する。
【００２６】
　上記の情報に基づき、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｍアモルファス合金系との磁気機械共鳴をモデル化
するために必要な磁気的／機械的情報を得る。Ｆｅ５５－Ｎｉ２５－Ｂ２０を含む試料組
成物をモデル化した。本実施例で使用される活性要素の共鳴プロファイルに関連するパラ
メータを、以下の表１に記載する。
【表１】

【００２７】
　表１に記載される物質パラメータを用いて、適切なアニール条件下で、１２．７Ｏｅの
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Ｈｋ値で、既存の活性要素と類似するＣの値が到達できると断定された。図７は、ＥＡＳ
マーカーの既存の活性要素と比較した共鳴周波数のシミュレーション結果を示す。図７に
示されるように、ＤＣバイアス磁場への周波数依存性は、最大約９Ｏｅまで、既存の要素
と非常に近い。さらに、飽和磁化（Ｍｓ）が非常に高いことから、共鳴信号強度がより高
くなることが予測される。
【００２８】
　また、磁場誘導異方性の強度をさらに向上することができる他の考えられる組成物の変
形も存在する。Ｓｉ、Ｂ、Ｃ、および／またはＰ含有量のパーセンテージの変化は、物質
のガラス的性質に影響を与えることに加え、場合によっては物質のキュリー温度を上昇す
ることができ、これは、誘導Ｈｋを上昇することができる。
【００２９】
　磁場誘導異方性の強度を改善するため別の考えられる組成物の修正は、低レベルのＭｎ
（またはＳｎ、Ｃｕ、Ｇｅ、Ｎｂ、Ｍｏ、および／もしくはＣｒ）の添加である。別の方
策は、クロム（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）、希土類（ミッシュメタル－元素の混合）等の微
量の要素を添加することによって、磁歪（λ）を減少させることである。Ｍｎ、Ｃｒ、ま
たはＭｏの添加による効果は、λｓを減少させること、Ｊｓを減少させること、またはＨ
ｋを減少させることであり得る。Ｍｎは、クリープ効果を増大し、一方、Ｃｒは、それを
減少し、Ｍｏは、好ましいクリープ効果を有する。
【００３０】
　以下の表２は、Ｆｅ－Ｂへの少量（０．５％）のＭｎの添加によるＨｋの大幅な（３～
４Ｏｅ）増加を示す、スパッタ蒸着したＦｅ－Ｍｎ－Ｂ合金薄膜のデータを示す。この増
加は、１原子％のＮｉが添加されるごとに典型的に１Ｏｅ未満である、Ｆｅ－ＢへのＮｉ
の添加によって得られる増加を大きく上回る。合金の材料費をさらに削減するために、減
少させた量のＮｉと組み合わせて、少量のＭｎを含むことができる。
【表２】

【００３１】
　本発明を実証するために、いくつかの試料を調製し、試験した。これらの試料を、下の
表３に記載する。
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【表３】

【００３２】
　これらの試料を、リールツーリール式アニーリングより大幅に低費用である、バッチア
ニールした。また、試料を、アニール中に横磁場にさらした。異なるアニール温度に対し
て、異なるソーク時間を使用した。２００℃では、ソーク時間は、２．５日間であった。
２５０℃では、ソーク時間は、少なくとも７時間であった。３００℃および３５０℃では
、ソーク時間は、１０分間以上であった。各アニール温度による各試料から得られるＨｋ

を、下の表４に示す。
【表４】

【００３３】
　横磁場の存在下で２５０℃で約１時間バッチアニールした、試料＃２の共鳴性能を図８
に示す。図８および前述の情報から見ることができるように、横磁場の存在下で、３００
℃未満の温度で、少なくとも１時間を超える時間バッチアニールされる、４０～７０原子
重量パーセントのＦｅ、１０～５０原子重量パーセントのＮｉ、および１０～５０重量パ
ーセントの残存要素を有する組成物で、既存のＥＡＳ共鳴装置要素と同等の性能をもたら
し得るパラメータを有する活性要素を達成することができる。
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【００３４】
　本発明の範囲から逸脱することなく、本発明の様々な実施形態の変形および修正が行わ
れてもよいことが理解される。また、本発明の範囲は、本明細書に開示される特定の実施
形態に制限されると解釈されず、前述の開示を考慮して読まれる際に添付の特許請求の範
囲とのみ一致することが理解される。

【図１（ａ）】

【図１（ｂ）】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】



(11) JP 5118748 B2 2013.1.16

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100121762
            弁理士　杉山　直人
(74)代理人  100126767
            弁理士　白銀　博
(74)代理人  100118647
            弁理士　赤松　利昭
(74)代理人  100138519
            弁理士　奥谷　雅子
(74)代理人  100138438
            弁理士　尾首　亘聰
(74)代理人  100123892
            弁理士　内藤　忠雄
(74)代理人  100131543
            弁理士　常光　克明
(74)代理人  100159020
            弁理士　安藤　麻子
(74)代理人  100097744
            弁理士　東野　博文
(74)代理人  100161539
            弁理士　武山　美子
(72)発明者  リアン、ミン・レン
            アメリカ合衆国、フロリダ州　３３４２８、ボカ・レイトン、カリントン・ドライブ　２２２５２
(72)発明者  リュウ、ネン・チン
            アメリカ合衆国、フロリダ州　３３４１４、ウェリントン、ワインディング・パール・ウェイ　１
            １１７４
(72)発明者  チャイナ、チャイタリ
            アメリカ合衆国、フロリダ州　３２８２６、オーランド、ホワイト・アッシュ・トレイル　３０３
            ５
(72)発明者  コフィー、ケビン・アール
            アメリカ合衆国、フロリダ州　３２７６６、オビエド、フォリエージ・オーク・テラス　２３６２

    審査官  八木　誠

(56)参考文献  特開平０８－２９３０１０（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５５－１２２８６４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G08B13/24
              C21D 6/00
              G06K19/00-19/08
              H01F 1/00- 1/375


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

